
2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, 2Т841А1, 2Т841Б1,
КТ841А, КТ841Б, КТ841В, КТ841Г, КТ841Д, КТ841Е

Транзисторы кремниевые планарные структуры п-р-п пере­
ключательные. Предназначены для применения в переключаю­
щих устройствах, импульсных модуляторах, мощных преобра­
зователях, линейных стабилизаторах напряжения. Транзисто­
ры 2Т841А— 2Т841В, КТ841А— КТ841Е выпускаются в металли­
ческом корпусе со стеклянными изоляторами и жесткими 
выводами. Транзисторы 2Т841А1, 2Т841Б1 выпускаются в пласт­
массовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указы­
вается на корпусе.

Масса транзисторов в металлическом корпусе не более 
20 г, в пластмассовом корпусе не более 2 г.

Изготовитель —  акционерное общество «Кремний», 
г. Брянск.

2Т6Ы(А-В). К ТШ А -Е )

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 1/ю = 5 В:

Т=  +25 °С:
2Т841А, 2Т841Б, КТ841А, КТ841Б,
КТ841В при /к = 5 А ...............................  12...20*...45*
2Т841А1, 2Т841Б1, 2Т841В
при {( = 5 А, не менее..........................  10
КТ841Г при /к = 5 А, не менее............  20
КТ841Д при ^  = 2 А, не менее............. 20
КТ841Е при Ь = 5 А, не менее............  10
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Т  = — 60 °С и Гцдкс не менее:
2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, 2Т841А1,
2Т841Б1....................................................  6

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при ию = 10 В, ^  = 0,2 А:

2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, 2Т841А1,
2Т841Б1, КТ841А, КТ841Б, КТ841В........ 10...20*...

25* МГц
КТ841Г, КТ841Е, не менее...........................  7 МГц
КТ841Д, не менее..........................................  5 МГц

Граничное напряжение при 4 = 0,1 А:
2Т841А, 2Т841А1, КТ841А, КТ841В ...........  350...440*.

510* В
2Т841Б, 2Т841Б1, КТ841Б............................  250...370* .

450* В
КТ841Г, не менее...........................................  150 В
2Т841В, КТ841Д, КТ841Е, не менее...........  400 В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер 
при Ь = 5 А, /Б = 1 А:

2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, КТ841А, КТ841Б,
КТ841В, КТ841Е.............................................. 0,25* ..0,6*

1,5 В
2Т841А1, 2Т841Б1, не более.......................  1,5 В
КТ841Г, КТ841Д, не более...........................  2,2 В
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Напряжение насыщения база— эмиттер при 
/  г  5 а  /  = 1 А:

2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, КТ841А, КТ841Б,
КТ841В, КТ841Г, КТ841Д, КТ841Е...............  0,95* ..1,1* ..

1 6 В
2Т841А1, 2Т841Б1, не более......................... 1*8 В

Время включения при (/кэ = 200 В, /к = 5 А,
/Б = 1 А, не более..................................................... 0 ,3* мкс

типовое значение............................... ............... 0,08* мкс
Время спада при (/0  = 200 В, /к = 5 А, /Б = 1 А  0,06*...0,2*...

0,5 мкс
Время рассасывания при = 200 В, /к = 5 А,
4 = 1 А, не более....................................................  1* мкс

типовое значение...............................................  0,8* мкс
Обратный ток коллектора при (/Кб = ^ кб, макс/ 
не более:

Г =  — 60...+25 X ............................................... 3 мА
типовое значение............................................... 0,04* мА
Т = Гмакс для 2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В,
2Т841А1, 2Т841Б1............................................  5 мА

Обратный ток эмиттера при С/вэ = 5 В, 
не более:

2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, КТ841А, КТ841Б,
КТ841В, КТ841Г, КТ841Д, КТ841Е...............  10 мА
2Т841А1, 2Т841Б1............. ............................... 5 мА

Емкость коллекторного перехода
при = 10 В ..........................................................  185*...220*...

300 пф
Емкость эмиттерного перехода при 64б = 1 В 3000*...3800*

...5000 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база:

2Т841А, 2Т841А1, КТ841А, КТ841В............ 600 В
2Т841Б, 2Т841Б1, КТ841Б..............................  400 В
2Т841В, КТ841Е.................................................  800 В
КТ841Г.................................................................  200 В
КТ841Д.................................................................  500 В

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?ьэ = 100 Ом:

2Т841А, 2Т841А1, КТ841А, КТ841В............  350 В
2Т841Б, 2Т841Б1, КТ841Б..............................  250 В
КТ841Г.................................................................  150 В
2Т841В, КТ841Е, КТ841Д................................ 400 В
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Постоянное напряжение эмиттер— база...........  5 В
Постоянный ток коллектора..............................  10 А
Импульсный ток коллектора при = 10 мс,
0 = 2 ......................................................................  15 А
Постоянный ток базы..........................................  2 А
Импульсный ток базы при Ги = 10 мс, 0 =  2.... 4 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора1:

с теплоотводом, Гк = +25 °С:
2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, КТ841А,
КТ841Б, КТ841В, КТ841Е.......................  50 Вт
2Т841А1, 2Т841Б1...................................  30 Вт
КТ841Г, КТ841Д......................................  100 Вт

Гк = +100 °С для КТ841А, КТ841Б,
КТ841В, КТ841Е.............................................. 20 Вт
Тк = +125 X  для 2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В 10 Вт 
без теплоотвода, Т = +25 вС:

2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, КТ841А,
КТ841Б, КТ841В, КТ841Г, КТ841Д,
КТ841Е......................................................  3 Вт
2Т841А1, 2Т841Б1...................................  1 Вт

Г = +100 X  для КТ841А, КТ841Б, КТ841В,
КТ841Г, КТ841Д, КТ841Е.............................  1 Вт
Г=  +125 X  для 2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В. 0,5 Вт

Температура р-п перехода..................................  +150 X
Температура окружающей среды:

2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В............................... -60 ... Гк =
= +125 X

2Т841А1, 2Т841Б1.........................................  -6 0 ... Гк =
= +100 X

КТ841А, КТ841Б, КТ841В, КТ841Г,
КТ841Д, КТ841Е............................................. -45 ...

= +100 X

ность коллектора для 2Т841А1, 2Т841Б1 снижается линейно на 0,24 Вт/*С с 
теплоотводом и на 8 мВт/*С без теплоотвода, для 2Т841А, 2Т841Б, 2Т841В, 
КТ841А, КТ841Б, КТ841В уменьшается линейно.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм 
от корпуса, температура припоя не более +260 X ,  время 
пайки не более 3 с.

Для транзисторов 2Т841А1, 2Т841Б1 при раздельной пай­
ке теплоотводящей поверхности и выводов транзистора пайку
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осуществлять припоем с температурой не более +240 °С, об­
щее время пайки не более 8 с.

При монтаже и эксплуатации транзисторов должны быть 
приняты меры, исключающие воздействие статического элек­
тричества выше 1 кВ. Транзисторы являются комплементар­
ными с транзисторами 2Т842А— 2Т842В, 2Т842А1, 2Т842Б1, 
КТ842А— КТ842Е.
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Зависимости максимально допу- Входные характеристики
стимой постоянной рассеиваемой 
мощности коллектора от темпе­

ратуры корпуса

V  1 2 Ч*.А

Зона возможных положений 
зависимости статического ко­
эффициента передачи тока от 

тока эмиттера

Зависимости напряжений на­
сыщения коллектор— эмиттер 
и база— эмиттер от тока кол­

лектора

ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,277-35-34 
www.eandc.ru 5



Зависимость гранично­
го напряжения от тем­

пературы корпуса

Ю' 10* 10* #63 ,0м
Зона возможных положений зависимо­

сти пробивного напряжения коллектор— 
эмиттер от сопротивления база—эмиттер

Зависимость емкости 
коллекторного перехо­
да от напряжения кол­

лектор—база

Зависимости времени 
включения, выключе­
ния, спада и рассасы­
вания от тока коллек­

тора

Зависимости времени 
включения, выключе­
ния, слада и рассасы­
вания от температуры 

корпуса
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к 0=1

Зависимость коэффициента К  
от длительности импульса
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